
ПРОГРАММА 
вступительного экзамена в магистратуру по направлению 03.04.02 «Физика»  

(очная и очно-заочная формы обучения) 
 

Настоящая программа составлена на основании требований, определяемых действующим 
государственным стандартом высшего профессионального образования по направлению «Физика» и 
определяет содержание и форму вступительного экзамена. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны иметь высшее 
профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное документом государственного 
образца (диплом бакалавра или специалиста). Зачисление в магистратуру осуществляется на конкурсной 
основе. Основанием для отбора являются результаты вступительного экзамена. 

 

Теоретические вопросы экзаменационных билетов 
1. Определение кластеров и наночастиц.  
1. Признаки классификации кластеров и наночастиц.  
2. Особенности структуры и свойств молекулярных лигандных кластеров.  
3. Особенности структуры и свойств кластеров переходных металлов.  
4. Особенности структуры и свойств безлигандных металлических кластеров.  
5. Особенности структуры и свойств углеродных кластеров.  
6. Особенности структуры и свойств коллоидных кластеров и наноструктур.  
7. Особенности структуры и свойств твердотельных кластеров и наноструктур.  
8. Особенности структуры и свойств кластерных кристаллов.  
9. Механизмы образования кластеров и наноструктур.  
10. Зависимость свойств кластеров и наночастиц от их строения.  
11. Кластерные реакции.  
12. Самоорганизация и самосборка.  
13. Электронная структура кластеров и наночастиц.  
14. Гетеровалентность.  
15. Электронный перенос.  
16. Металлоорганические парамагнитные молекулы и гетероядерные комплексы.  
17. Фрактальные кластеры.  
18. Влияние образования фрактальных структур на физико-химические свойства наноматериалов.  
19. Эпитаксии. Гетероэпитаксия. Гомоэпитаксия. Эндотаксия.  
20. Оптические свойства наносистем и наноматериалов.  
21. Магнитные свойства наносистем и наноматериалов.  
22. Электропроводимость наноструктур.  
23. Молекулярные магнетики.  
24. Суперпарамагнетизм наночастиц.  
25. Намагниченность.  
26. Магнитные фазовые переходы наночастиц.  
27. Влияние электрических и магнитных полей в наноматериалах.  
28. Магнитные наножидкости.  
29. Электропроводящие устройства.  
30. Интеграции наноструктур в электронные устройства.  
31. Физико-химические эффекты в туннельно-зондовой нанотехнологии.  
32. Локальные химические электронно-стимулированные реакции.  
33. Бионаноматериалы.  
34. Нанопорошки.  
35. Нанороботы.  
36. Нанолитография.  
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Настоящая программа основана на требованиях федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 
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